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Die f olgenden Angaben sind den vom 

(S) Ultradunnfilnn-Kapselung 

@ Die Erfindung bezieht sich auf eine Ultradunnfllm-Kap- 
selung und insbesondere auf eine Kapselung, die einen 
Polymerfilm oder eine Polyinnid-(PI)-Schicht verwendet 
urn den Chiptrager (oder das Substrat) (1) auszubilden, 
und die Entwicklungseigenschaften eines ultradunnen 
und hochdichten Polymerfilm- oder Pl-Chiptragers in ei- 
ner Kapselung venArendet, so daB die Dicke der gesamten 
Kapselung deutlich reduziert wird. 
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Beschreibung desStandesderlfechnik; 

[0010] Fig. 3a eine Schnittansicht des Bonding des Poly- 
10001] Die Erfindungbeziehtsichauf eine Ultradunnfilm- merfilmchiptragers (oder Substrats) oder Pl-Chiptragers 
Kapselung (oder Substrats) mit dem Chip gemaB der Erfindung; 

[0002] Derneueste Trend von Filmkapselungenistdarauf 5 [0011] Fig. 3b eine schematische Ansicht des Lotyerbin- 
gerichtei, leichte,- dunne,-kurze-und_kieine Kapselungen_ dungspunktes der PCB und des Knzelkapjehin^Jiips ge- 
(Gehause)zuschaffen.UmdieobigenFunktionenundAuf- maB der Erfindung; 

saben zu erfuUen, muS die Layoutdichte des Halbleiters ver- [0012] Fig. 4 eine schematische Ansicht einer TYagerober- 
besscrt werden. um die GroBe des Chips zu reduzieren, wo- flache des Polymerfihn-Chiptragers (oder Substrats oder 
bei der TVager, der die Chips halt, einen hochdichlen Bein- lo Pl-Chiptragers (oder Substrats) nut dem Chip gemaB der Er- 
abstandundeineultradUnneEigenschaftaufweisaimu6,so findung; » r,,. t 

daB ein wiridich dunnes, leichtes. kurzes und kleines Kapse- [0013] Fig. 5 eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform 
lungsmodulerhalten werden kann. der Erfindung; ... u..,«„.,„t,„ 

[0003] Bei hericommlichen ultradunnen Kapselungstech- [0014] Fig. 6 ein Chip-Bondingverfahren der bevorzugten 
niken,wiez.B.derMikioleiterrahmen-Kapselungstechnik, 15 Ausfuhrungsform gemaB der Erfindung; und 
wieinFig. lagezeigt.istderuntereAbschnittdesUiterrah- [0015] Fig. 7 ein Chip-Bondmgverfahren einer weiteren 
mens 12' mit einem warmebestandigen Band 11' verklebt bevorzugten Ausfuhrungsfonn gemaB der Erfindung. 
und der Leiterrahmen 12' mit dem Chip 13' verklebt, wobei [OOW] Wie in den Fig. 3a, 3b und 4 gezeigt, umfaBt erne 
dasDraht-Bondingverfahienverwendetwird,umdenDraht Ultradiinnfibn-Kapselung einen Polymerfilm Oder eine 
14' mit dem Bondingkeil 15' des Leiterrahmens 12' elek- 20 Polyimid-(PI)-Schicht. um den Chiptrager zu bilden, wobei 
trisch zu verbinden. so daB die den Chip 13' tragende Struk- die Beinposition flir das Bonding mit dem Chip in Form ei- 
tur den Leiterrahmen 12' nutzt. Der Leiterrahmen 12' ist eine ner Aussparung ausgebildet ist, so daB ein Ende des Diahtes 
dunne Platte, die aus einer Eisen-Nickel-Legierung oder ei- des Bonding^hips in die ausgesparte BeinposiUon einge- 
ner Kupferlegierung gefertigt ist, wobei Chemikalien im fuhrt wird. um die Bonding-Dicke zwischen dem Polymer^ 
AtzprozeB verwendet werden, um die unerwunschten Ab- 25 flim- oder Pl-Chiptrager (oder Substtat) und dem Chip mit- 
schnitte zu erodieren. Aufgrund der Einschrankungen der tels der Kapselungstechnik zu reduzieren. 
Dicke des Leiterrahmens 12' und der minimalen Dicke einer [0017] GemaB der Erfindung wird der Polymerfilm oder 
Bonding-Verbindung. die nach dem Zerteilen vom Leiter- die Pl-Schicht 11 als Polymerfi m-Chiptrager (oder Sub- 
rahnien 12- ausgebildet wird. sowie des Zwischenraums strat) oder Pl-Chiptrager (oder Substrat) 1 und mil eineni 
zwischen ieder Bonding-Verbindung konnen keine sehr 30 Matrixmodus zum TVagen der Chips 2 verwendet, woba 
dunnen Chips erhalten werden. Wenn die Dicke des Chips mittels der SubstrathersteUungstechmk (chemisches Atzen 
13' des Leiterrahmens 12' und die Hohe des Drahtes 14' fiir oder LaserhersteUungsverfahren) der Pl-Chiptrager 1 m 
die elektrische Verbindung zusammen mit der Dicke des Form eines sehr dUnnen Films ausgefiihrt w^d, und wobei 
KapselungsmaterialsWCVerguBmitteDzumSchutzderver- die E/A-Beinposition 12 eine ausgesparte F«nn^««t- 
scWedenen Komponenten betrachtet werden. kann die 35 Der CTiip 2 wild mittek Hebstoff 3 auf den Polymerflim- 
Dicke des gesamten Kapselungsmoduls nicht reduziert wer- oder H-ChiplrSger (oder das Substrat) geklebt 
den. Selbsl wenn daher die Entwicklung von Chips diese [0018] Am elektrischen AnschluBabschniU wiid d^e 
sehr klein und dunn macht. kann der Nachteil des Leiterrah- Draht-Bondingtechmk verwendet, uni ein Ende des Drahtes 
mens 12' nicht beseitigt werden. Nachdem wie in den Fig. 21 auf dem Chip 2 zu befesagen, wobei das andere Ende in 
lb und 2 gezeigt das Kapselungsmaterial Iff eingefiiUtwor- 40 die MetaUanschluBflache 13 innerhalb der ausgesp^n 
den ist, wird es in ein einzelnes KapselungsstUck mit einem Beinposition 12 eingefiihrt wird. die auf dem Polymerflim- 
flachen Boden zerlegt. wobei dies jedoch das Problem des oder H-ChiptrSger (oder Substrat) 1 vorg«5ehen ist An- 
Bonding der PCB (gedruckte Leiterplatte) mit dem Kapse- «=hUeBend wird das Ka,^i™gsma»nal 4 ei^^^^^ 
lungsstSck und der Haftung des Lots mit sich bringt. den Chip 2 und den Draht 21 zu i^hutzen. S>cW^ee^«h «^ 

[0004] EsistdaherdieAufgabe der Erfindung. die obener- 45 ein einzelnes Chipkapselungsstuck. das den Chip 2 enthMt, 
wahnten Nachteile des Standes der Technik zu beseitigen zertegt, mn eine Kapselungseinheit zu bilden. 
und eine verbesserte TJltradUnnfilm-Kapselung zu schafifen, [0019] Wie in Fig 5 gezeigt. ist auf dem Polymerfibn- 
bei der die Gesamtdicke der Kapselung eflfektiv reduziert ist Oiiptiager (oder Substrat) oder PI'^'.'P^S^J^';^"^- 
und bei der die Elektrode am unteren Abschnitt des einzel- strat) entsprcchend derRuckseitraposition des Chips 2 eine 
Zn SpSungsstQcks hervorsteht, so daB sie geeignet fur 50 Metallplattel4aufgeklebt,dieefrekuvdieW^eableitung 
eine Klebeoperation vawendet werden kann, wobei der des Chips 2 verbessert. , , . • u w u- 

Lot-Bondingpunkt der PCB fiir eine Lbtfunktion verwendet [0020] GemaB der Erfindung kann die -^-^^^^1!^^^^- 
"Tj dungstechnik des Chips nut dem Polymerfihn-Chiptrager 

ims] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch (oder Substrat) oder H-Chipu«ger (oder Substrat) ein Chip- 
eineUltradunnfihn-Kapselung nach Anspruchl. Die abhan- 55 Bondingverfahrcn sein, wie in Fig. 6 gezeigt, m der das 
gigen Anspriiche sind auf bevorzugte Ausfuhrungsformen CTiif^Bondingverfahren SemaB der Mndung gezeigt^ 
eerichtet *^ Der Polymerfihn-CTiiptrager (oder Substrat) oder Pl-Chip- 

[0006] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung wer- trager (oder Substrat) la ist mit einer ausgesparten Beinpo- 
dendeuUichbeimLesenderfolgendenBeschreibungbevor- sition 12a fiirdas Bonding des Chjs 2a ve^ehen.wobe.de^ 
zugter Ausfuhrungsformen. die auf die Zeichnungen Bezug 60 CTiip 2a umgedreht wmi. «^aB ^e E/A-EAe^^^^^^^^ 
nimmf es zeieen- t*>PS 2a mit der MetaUanschluBflache 13a der Beinposition 

[OOW]' Rg. la die bereits erwahnte Schnittansicht einer 12a des Polymer-Dunnchiplragers (oder Substrats) oder PI- 
U! Jiinnfihn-Kapselung des Standes der Technik; Chiptragers (oder Substrats) la verbunden wud. An dem 

[0008] Fig. lb de bereits erwShnte Schnittansicht eines Bonding-Spalt zwischen dem Chip 2a und dein Polymer- 
einzelnen Kapselungschips einer Ultradunnfihn-Kapselung 65 film-Chiptrager (oder Substrat) la wud Klebstoff 3a einge- 
des Standes der Technik; fiiMt- *e Verklebung zu erhohen und einer Dispersions- 

[0009] Fig. 2 die bereits erwahnte schematische Ansicht beanspruchung entgegenzuwirken. da- 
des Leiterrahmens der UltradUnnfilm-Kapselungstechnik [0021] Wie in Fig. 7 gezeifit. ist eine MetaUanschluBflache 
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14a am Polymerfilm-Chiptrager (oder Substrat) oder PI- 
Chiptrager (oder Substrat) la entsprechend der Riickseite 
des Chips 2a vorgesehen, um somit die Warmeabieitung des 
Chips 2a effektiv zu erhohen, 

[0022] GemaB der Erfindung wird ein Polymerfilm oder 5 
eine PIr(PoIyinud)rSchicht,verwendet, um emen Chiptrager,. 
herzustellen. Somit kann der Polymer-Dunnchiptrager (oder 
Substrat) oder Pl-Chiptrager (oder Substrat) in einem sehr 
dunnen Film hergestellt werden, wobei die Bonding-Bein- 
position des Chipdrahtes (oder die Chiperhebung) in einer lO 
ausgesparten Form ausgebildet wird, wobei die H5he der 
Draht-Bonding-Verbindung ebenfalls reduziert ist. Wenn 
die Chip-Bondingtechnik verwendet wird, kann die Dicke 
reduziert werden und gleichzeitig die Kapselungsflache re- 
duziert werden, wobei ein ulurafeines oder ultradiinnes Kap- 15 
selungsmodul hergestellt werden kann. 
[0023] GemaB der Erfindung steht die Elektrode (Metall- 
anschluBflache) an der Unterseite eines einzehien Kapse- 
lungsstucks, das den Chip enthalt, hervor. Dies erleichtert 
die Lotausrichtung des Kapselungsgranulats auf das Lot 6 20 
auf der K3, wobei hierdurch eine bessere Haftwirkung er- 
zielt und somit der HerstellungsprozeB verbessert wird. 
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4. Ultradiinnfilm-Kapselung nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine Metallplatte (14a) am 
Polymerfilm-Chiptrager (oder Substrat) oder Pl-Chip- 
trager (oder Substrat) (1) entsprechend der Ruckseile 
der Chipposition vorgesehen ist 

Hierzii 4 Seite(n) Zeichnungen 
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1. Ultradunnfilm-Kapselung, dadurch gekennzeich- 
net, daB 

ein Polymerfilm-Chiptrager (oder Substrat) oder Poly- 
imid-(PI)-Chiptrdger (oder Substrat) (1) verwendet 
wird, wobei die Beinposition (12) fur die Chip-Bon- 30 
ding-Verbindung eine ausgesparte Form aufweist, um 
die Dicke nach dem Bonding zu reduzieren, und wobei 
der Polymerfilm-Chiptrager (Substrat) oder Pl-Chip- 
trager (oder Substrat) (1) in Form eines dunnen Films 
mittels einer Herslellungstechnik ausgefiihrt wird (che- 35 
misches Atzen oderLaserherstellungsverfahren), 
die E/A-Beinposition (12) eine ausgesparte Form auf- 
weist und der Chip (2) auf den Polymerfilm-Chipu-ager 
(Oder Substrat) oder Pl-Chiptrager (oder Substrat) (1) 
geklebt ist und ein Kapselungsmaterial (4) eingcbrachl 40 
ist; 

mittels eines Zerlegungsschritts ein einzekies Kapse- 
lungsstUck, das den Chip (2) enthalt, zerschnitten wird, 
wobei der Polymerfilm-Chiptrager (oder Substrat) oder 
Pl-Chiptrager (oder Substrat) (1) und der Chip (2) an 45 
einem Endc eines Drahtes (21) verlotet werden, wobei 
das andere Ende an einer MetallanschluBflache (13) in- 
nerhalb der Beinposition (12) montiert wird, welche 
auf dem Polymerfilm-Chiptrager (oder Substrat) oder 
Pl-Chiptrager (oder Substrat) (1) ausgespart ist, und 50 
die Elektrode der MetallanschluBflache (13) von der 
Ruckseite des Polymerfilm-Chiptragers (oder Sub- 
strats) Oder Pl-Chiptragers (oder Substrats) (1) hervor- 
steht. 

2. Ultradunnfihn-Kapselung nach Anspruch 1, da- 55 
durch gekennzeichnet, daB eine Metallplatte (14) auf 
dem Polymerfilm-Chiptrager (oder Substrat) oder PI- 
Chiptrager (oder Substrat) (1) entsprechend der Riick- 
seite der Chipposition vorgesehen ist. 

3. Ultradunnfilm-Kapselung nach Anspruch 1, da- 60 
durch gekennzeichnet, daB das elektrische Bonding des 
Chips (2) mit dem Polymerfilm-Chiptrager (oder Sub- 
strat) Oder Pl-Chiptrager (oder Substrat) (1) ein Chip- 
Bondingverfahren ist, bei dem die E/A-Erhebung (21a) 
des Chips (2) und die MetaUanschluBflache (13a) der 65 
Beinposition (12a) des Polymerfilm-Chiptragers (oder 
Subsu-ats) Oder Pl-Chiptragers (oder Substrats) (1) ver- 
bunden werden. 
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